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【手続補正書】
【提出日】平成29年4月21日(2017.4.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート電極と、
　前記ゲート電極上方のゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上方の、Ｉｎ、Ｍ（Ｍは、Ｇａ、Ｙ、Ｚｒ、Ｌａ、Ｃｅ、またはＮｄ
を表す）、及びＺｎを含む酸化物半導体膜と、
　前記酸化物半導体膜上方の、銅を含む一対の電極と、
　前記酸化物半導体膜と前記一対の電極との間に設けられた、Ｉｎ、Ｍ（Ｍは、Ｇａ、Ｙ
、Ｚｒ、Ｌａ、Ｃｅ、またはＮｄを表す）、及びＺｎを含む酸化物膜と、を有し、
　前記酸化物半導体膜は、チャネルとして機能する領域を有し、
　前記一対の電極は、前記酸化物膜を介して前記酸化物半導体膜と電気的に接続され、
　前記酸化物膜は、非単結晶構造を有し、
　前記酸化物膜は、ｃ軸配向した結晶を有し、
　前記酸化物膜のＩｎに対するＭの原子数比は、前記酸化物半導体膜のＩｎに対するＭの
原子数比よりも大きく、
　前記酸化物膜におけるＩｎ、Ｍ、及びＺｎの原子数比は、ＩｎよりもＭが大きく、Ｍよ
りもＺｎが大きいことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　ゲート電極と、
　前記ゲート電極上方のゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上方の、Ｉｎ、Ｇａ、及びＺｎを含む酸化物半導体膜と、
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　前記酸化物半導体膜上方の、銅を含む一対の電極と、
　前記酸化物半導体膜と前記一対の電極との間に設けられた、Ｉｎ、Ｇａ、及びＺｎを含
む酸化物膜と、を有し、
　前記酸化物半導体膜は、チャネルとして機能する領域を有し、
　前記一対の電極は、前記酸化物膜を介して前記酸化物半導体膜と電気的に接続され、
　前記酸化物膜は、非単結晶構造を有し、
　前記酸化物膜は、ｃ軸配向した結晶を有し、
　前記酸化物膜のＩｎに対するＧａの原子数比は、前記酸化物半導体膜のＩｎに対するＧ
ａの原子数比よりも大きく、
　前記酸化物膜におけるＩｎ、Ｇａ、及びＺｎの原子数比は、ＩｎよりもＧａが大きく、
ＧａよりもＺｎが大きいことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　ゲート電極と、
　前記ゲート電極上方のゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上方の酸化物半導体膜と、
　前記酸化物半導体膜上方の、銅を含む一対の電極と、
　前記酸化物半導体膜と前記一対の電極との間に設けられた酸化物膜と、を有し、
　前記酸化物半導体膜は、チャネルとして機能する領域を有し、
　前記一対の電極は、前記酸化物膜を介して前記酸化物半導体膜と電気的に接続され、
　前記酸化物膜は、非単結晶構造を有し、
　前記酸化物膜は、ｃ軸配向した結晶を有し、
　前記酸化物膜の伝導帯の下端のエネルギーは、前記酸化物半導体膜の伝導帯の下端のエ
ネルギーよりも真空準位に近く、
　前記酸化物膜の伝導帯の下端のエネルギーと、前記酸化物半導体膜の伝導帯の下端のエ
ネルギーとの差は０．０５ｅＶ以上２ｅＶ以下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　ゲート電極と、
　前記ゲート電極上方のゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上方の、Ｉｎ、Ｇａ、及びＺｎを含む酸化物半導体膜と、
　前記酸化物半導体膜上方の、銅を含む一対の電極と、
　前記酸化物半導体膜と前記一対の電極との間に設けられた、Ｉｎ、Ｇａ、及びＺｎを含
む酸化物膜と、を有し、
　前記酸化物半導体膜は、チャネルとして機能する領域を有し、
　前記一対の電極は、前記酸化物膜を介して前記酸化物半導体膜と電気的に接続され、
　前記酸化物膜は、非単結晶構造を有し、
　前記酸化物膜は、ｃ軸配向した結晶を有し、
　前記酸化物膜の伝導帯の下端のエネルギーは、前記酸化物半導体膜の伝導帯の下端のエ
ネルギーよりも真空準位に近く、
　前記酸化物膜の伝導帯の下端のエネルギーと、前記酸化物半導体膜の伝導帯の下端のエ
ネルギーとの差は０．０５ｅＶ以上２ｅＶ以下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一において、
　前記酸化物半導体膜に含まれるシリコンの濃度が２×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下
である領域を含むことを特徴とする半導体装置。
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